/" Thyristordiode

SiH;jun1
Anwendungscode * : 9 i Nicht fir
Gerate|  Klima-Kiasse Tm n-s ( fron E R 00 N{N Neukonstr. L‘
Ktasse n. DINT40040 1 9 7 5
KIGIKIC
ERP-Ber. Nr.- .
Dstum ’ N
: 25,4 763 25.4 272
—— 737 216
=
¢ 8.t
¥
1. Eigenschaften 0,
1.1 Mechanische Ausfiihrung : Glas
] 1.2 Gehduseart : JEDEC DO-?7
]l 1.3 Anschliisse : ltbar verzinnt

.  Grenzwerte bei Uu= 25°C

+1 Average Power Dissipation : 150 mW

+2 Power Derating Above 50°C : 1.2 mW/°C
+3 Pulse Current,20x sec duration 0.5% duty cycle : 1.0 K&

.4 Storage Temperature Range -50 to + 150°C

..

3. Kennwerte bei U,m25°C
3«1 Breakover Voltage, BV

) - t’iino Typ . Max.
BVR(Forward and Reverse) : 28 32 36 v

Fi
3.2 Breakover Current, BIF,BIR(Forward and Reverse) : 0,4 1,0 ma
3.3 Breakback Voltage,A V (Forward and Reverse) : 6 8 v

3.4 Breakover Voltage Symmetry (BVF - BVR) : L 5 v
3¢5 Breakover Voltage Temperature Coefflicient : 0,1 %/°C
| I ' l—AVF—il
|
oma b e ﬂ\\\\\j
. Bvg Bl Fo—m—— e !
VR T Bvg 'F
————— - BIR
I{\r‘ —————————— 10ma
- avg—
R IR |
L.  {brige elektr. Werte nach Transitron Datenblatt TE 1356-~900/ 9,67
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. 123
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131

133,
134
135,
136
137.
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“120

122 -
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132

Sto8spannung: DL
Richistrom/DurchiaBstrom: . -

DurchlaB-Spitzenstrom:
Durchiaf-Stromsto8. .
Veriustietstung: - ) e

b

Serm‘ ech F 30

(876

§
a7
,"39

i

T 254

y?sl 3'2

Ubrige elektr. Werte nach Semtech Datenblatt
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Ug = v
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lg = SO mAautiy.=
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100 ma
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Diode

4

Silizium
SGS ] D‘.OOK‘;tiiode durch Farbring geken'nzeichx_x-e‘é
w8 G

d

_m_s;_““-_m__{

=T

e 254 el 67 25—
3 Kfnrksl- . Kla:‘:“ 21
i JEDEC DO 7
DIN
J1.1. Verkstoff: (Gehiuse):’ Glas ~
2 I \
)} -1.-1.0berflédche:
] .1.2.Anschliisse: . 16tbar verfZinnt oder vergoldet.
. o l‘g
1‘1.2. 9{393‘35{_‘}2_92}_2229: Kennzng. / Wert Mefibedinzung
1 «2.1.Sperrsgznnung: UR @ 4 50 v IR = A
+2.2.Spitzen-5Sperrspannung: U / -
.2+.3.5tolispanaung: U tol - \
o2 3 Fp— .
.qu‘oRlChLSuromc ./IO 75 mA
J .2.5.Durchlafi-Spitzenstrom: IFSP 225 mA
.2.6.D9rchlaf5-atromstoﬂ: Fstol | - ?:, A 5 t 7<1 rn:e‘ci B
’fi.Z.?.V?flﬁ‘s“tszi‘sfﬁhg: S T Peot 250 mil J, = 25°C
rerg 1 + o
.2.8.5perrschichttemp ngax +175 .
+2.9.Max.-Lottemperatu 1}L -
‘W +216.Temp.-Bereich ( ,a»s' -6£5 bis+200 °c
1.3, Elektr.-ydgrelvei 25°c!
.3.1.DurchlaflsYannung: UF < 1 v IF = 10 mA)
.3.2.5perrspy I < 0,1uA U, =50 V)
I <1C0 A U, = 50 v,¥ =150°¢
«3.3.5peprwiderstand: Rd - Q UR - V)
.3.4. THermischer Widerstand: Rip 0,6°C/mi
«3.5/Sperrschicht-Kapazitit: cj < 2 pF Up = 0V, f = iz
.B/KGeh'a'use-Kapazitét: Cak ~ pF ’
J/5.7.Rlickwidrtserholzeit: trr < 2nsec IF =10mA auf UR=6V
+4o Ubrige elektr.-Werte mach: 335 - Datenblatt Febr.i964
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Diode \

Silizium

1. Eigenschaften
11. Mechanische Ausfiihrung

1.1.2. Gehiusewerkstoff: Glas

4 1.1.3. Gehiuseoberfliche:

§12. Grenzwerte

1.2.1, Sperrspannung:

1.2.2. Spitzen-Sperrspannung:
# 1.23. StoBspannung:

1.24. Richtstrom:

11.25. DurchlaB-Spitsomstrom:
1 1.2.6. DurchlaB-StromstoB:

| 1.2.7. Verlustleistung:

129 Sperrschichttemperatur:
.J 1.2.10. Lottemperatur:

i T

13. Kennwerte bei 25°C
1.3.1. DurchlaBstrom:
1.32. Sperrstrom:

s

§ 1.3.3. Sperrwiderstand:

§1.34, Thermischer Widerstand:

[ 1.35. Sperrschicht-Kapazitat:
1.36. Sperrschicht Kapazilat:
1.3.7. Rickwirtserholizeit:

4.3.8 Durchlafspannung

-
565 Fare,

1.1.1. Gehiuseart: JEDEC DO7/DIN

1.1.4. AnschluBdrahte 16tbar vzin/vgol

1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung):

FD 6007 52
Kathode durch & i
Farbring gekean- € € i
zeichnet, = ;l i

\ S| :
=
1.61mm et 25,0 mm e |
Formel- Wert MeBbedi :
zeichen esbedingung !
Ur ) 25 v Ip = Aty = °C
URsp -. \'% Oy = °C
URstoss 50 A By = ’ °C
lo 325 mA o, = °C
Ip-. 975 mnA |t = - °C
IFstoss Ll’ A 8y = 25 °C, té 111 Sec
P. 500 mw |8, = 25 °C
8 -65...+200°¢c
KT ~65...4175°C
0 245ec |t 310 Sec
g Z 300 mA |Ur= 1V
Ir < 100 na Ur= 25 v
Iz S 100 pA |Ur= 25 Vb= 150 °cC
Rr - Q UR = v :
Rin. - °C/mW
C; £ 3,5 pF {Ugr= O Vi = 1 MHz
Cj < 1'8 pF UR= .6 V,f = 1 MHz
ter S 4 ns lr = Ip =10mAi.. 200 mA
gemessen bei 10% IR

llfF 0,535...0,615V] Ip= 1 mA

Up 0,66 ...C,74 Vi Ip = 10 md

UF 0'76 ,,,0,81{» V IF = 50 mA

Up . 0,81 ...0,89 V Iy = 100nmA

v - 0,87 ...0,95 V Ip = 200mA
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1ransistor \
NPN - Silizium
 Fairchild FMT4578 5

1973

c
8 Diese Cherficche
I £ ist metaliisiert
. und vergcldet
1. Eigenschaften )
11 Mechanische Ausfihrung
1.1.1. Gehauseart: JEDEC — Stripline = o
1.1.2. Gehausewerkstoff: Keramm, Kovar 2,03 Cd{[ek{or
11.3. Gehdusecberflache: : s
1.14.  Anschlufidrahte ngol
Forms- C Wert - Mefibedingung
1.2, Grenzwerte zeichen e
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso vy b g, = °c
122.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uto | 12 v | 9,= °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso A Zv | g, = °C
1.2.4. - Kollektorstrom: I A 20 mA | 9, = °c
1.25.  Verlustieistung: Pras 'L,r';/ 0,5w 0 = 25 o¢ .
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): (},;} -65 s +200°C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: &‘ 2 +200°C
1.2.8. Léttemperatur: L 7~ .360°C t < 80
~ é -
Y
1.3. Kennwerte bei 25°C "é
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: . < 0,01 pA Uca 0y
, - C e . A | U= Vide= ¢
1.3.2.  Emitter-Reststrom: ¥\ 2 0,9uA | Ueg= 1,9V B
1.3.3. Grenzfrequenz: ‘o y 7 Gkz Uez = i0V,ic= 1A t= 3 GHz
1.3.4.  Gleichstrom- Vers&(&er-rak.or B 20...300 Uee= 1W0Vic= -10-4
1.3.5. - Wechseistr, &ermrker Faktor: he, Ucg = Vg = Af= KHz
1.3.6. Ko!lektor~§imgungsspannung Ucksar < 0,35 v lc = 1aAl3 = 4L0=A
" Ucksor Ve = Alg = A
1.3.7. Basis-S,‘a‘(tigunjgsspannung: Usgsor < 1,0 v le = 1Al = 5,0 2A
1.3.8. Kollil&{'or-soerrschicm-Kapazitét: Ccs § 0,1' pF Ucg = 10 v, g = 0 Af= 1 MHz
1.3.9. 33(1'scnzah1: F E 358 | Ug= 10 Vic= M=Af= 2 Gz
// F : 558 | UYg = 10 Vg = SaA f= b G
1.3.10. Leistungsverstirkung: Vo 2 2 db g = 10 Viig = 0mh E =7 o
Vo 2 6 @8 | ug= 10 Vic= 0wk f= b GH
1.3.11. CinfGgengsverstarkung: ‘521!2 >4 8,5 dB bp = 10 Vylg= 10mA f= 2 Giz
1321‘2 2 3,0 48 Ug = 10 V,ig= W0aA f= b GH

1.4, Ubrige alektr. Werte nach Fairchild- Datenb att Jan.1673
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1.

1.1

Feldettekt-iransisior

v -lanal

N R ERY

Eigenschaften

Mechanische Ausfithrung

FN 10653
19¢ 9

111, Gehduseart: . T _1.ag Flat Package

!«’3,0« .’3,18 L- 0'7 27

D (prain) Syrmeirischer spitaxizl-s.aner-lransicsier i e .
Farbpunki{rot
i Nf Nic:* fr C1a | [arbpunktirel) = s
(Gate) Neukanstr, ' = _ —— 3 - | —1
S(sourte) - 0 4 '

1.1.2. Gehiusewerkstoff: Zpoxy 140
1.13. Geh#duseoberfliche: .
1.14. AnschiuBdrahte Istbar tififvgol LoOvar -
A Fo'rmel- Wert MeBbedingung
12. Grenzwerte zeichen
: 1.2.1.  Drain-Source-Durchbruchspannung: Upso 5C V je,= 25 °C
1.2.2. Drain-Gaie-Durchbruchspannung: Upgo 50 V [t.= 25 °Cc
£ 1.2.3. Gate-Source~ Sperr- Spannung: Ugso -3C V .= 25 °C
1.2.4. Gato-Strom: s iC m A 6= 25 “C ,
1.25. Drain-Strom: Ip A jd; = °C
1.2.6. Verlusticistung: Piot 3CC m W b, = 25 °Cc
1.27. Temperaturbereich (Lagerung): 0s -165..200°C
1.28. Sperrschicht-Temperatur: 9; °C
1.28. Léitemperatur: 7] °C
$f41.2.1C. Linzarer Leistungsveplust: 2 mi/grd  |bis 175°C
%$13. Kenndaten {Or Source- .
, Schaltung bei 25°C
£ 1.3.1.  Abschnirspannung: Uasety ¢ € -8V JUns= 15 V.. = 0,% rk
¥ 132 Gaie-Resistrom: { loss | <€-C,5nA |{Uss=-2C V,Up-= ©C \'
7 1.3.3. Drain-Siitigungsstrom: +] Ipss 4..20 mA jUns= 15 V,Ug= C ¥ -
1.3.4. Abschnirstrom: Inoty A tlUss= V,Ugs = v
£ 1.3.5. Drain-Source-Widerstand: Rps 2 {p = A,Ucs == v
1.26. Kurzschlud-Eingangsieitwert: Yis S |Ups= V,ip = £y i= He
f 1.3.7.  KurzschluB-Vorwartssteitheit: + Yis :‘3’5 .« (3)5 mS jUns= 15 V,"L'GS= O Vyf= 5 Mik
. 1.3.8.  Kurzschlud-Rickwirtssteiiheit: Yis S |Uns= V,Ip = A= 1ix
i 1.3.9.  KurzschluB-Ausgangsleitwert: +1 Yos € 35 pS JUps= 15 vi..= O Vi Lits
1.3.10. Kurzschiu8-Eingangskapazitat: Cies g 6 pF lUse= G V,Ups= 15 Vii= 7 [tz
13.11. Rickwirkears-Kapazitat: Cess § 2 pF |Uss= C VUpy= 15 V.f=1 MNd>
1.3.12. Gale-Drain-Kapazilit: Cep pF U= A
1.3.13. Drain-Source-Kapazitit: Cps pF [Ups= A4
1.3.14. Transitfrequenz: fr Hz jUps= V,Ugs = v
1.2 15. Rauscizehi: i F § 2,5 dB |Ups= 15 Vi .= C (=100l
- Rg = 1 .7
¢ 1.3.16. Wirmewiderstand: Rinv °C/m¥
+) pgemessen bei Tastvarhilinis: 103
Pulsbreite: 10C ms



Si-Diode
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~ Gleichrichter \

il it i

Ol e e et

Thomson CSF

G 10 Hz

Anwendungecode s 1 ﬂgz ’
I’f.'.'::: B & | -
_ Lél 3 <
w~ .
B - R o m—rg 4
e TR E =
Oatum _ Y & ™ 12
Warenart ? T_' ‘L———T ;\_LQ i
nrizes [N |2 |0 |G || | =
ayee7
: 1
1 Eigenschaften )3 -
1.4 Mechanische Austuhrung: ___‘20!2”’0’- g/f/jMJJ
114  Gehiuseant JEDEC 004 /DIN . o -
1.4.2 Gehdusewerkstof  Metall
113 Gehauseoberfiache
1.1.4 AnschiuBdrahte I0tbar verzinnt/vergoidet Kathode am Geh3use
Formel- Wert
1.2 Grenzwerte: ze:ichen
1.24. Sperrspannung Ug W00 v Iy = <3 RA. 9, = ikl
1.22. Spitzen-Sperrspannung. Upso 2 1200 v o = 25 °C
1.2.3  Stofispannung: Ugsinss -— v ?, = - °C
1.2.4  Richtstrom‘Ourchiafstrom: lo/ts 12 A 9, = 5 o¢c
1.25  Durchla8 Spitzenstrom- Igsp 3 A 8, = 15 °C
1.26  Durchlad Stromstod Thsross 20 A 3= 25 °C.t= 210 me
1.27 VYerustleistung P -_ W 4, = — °C
1.28  Temperaturbereich {Lagerung): 9, “55eeet180  °oC
1.29  Sperrschichitemperatur: o, =55...*150  °C
1.2.10 Lottemperatur % °C ts s
1.3 Kennwerte bei 25 °C
1.34 Ourchiafspannung : Ug £ 1,2 v lg = % A
1.32  Sperrstrom Ie 2 100 pa Ug= 1000 Vv
Iy S 03 aa Up= 1000 V.85= 15 °c
1.3.3  Sperrwiderstand: Ry - Q Ug= _V
1.34  Thermischer Widerstand: Rm 2,5 e/ w
445  Sperrschicht-Kapazitit: c, - pF Ug = - VY1 = —_ M2
1.3.6  Gehause-Xapazitit: Co —_— pF
1.3.7  Ruckwartserhoizeit: 4, _ ) Ip = _ Aautly = — A



Transistor
GaAs - FET \

Prif-Ber. Nr:
Datum:
Jaiacanact
Nr (Z88)
3
D(brain)
2
G
(Gate )
3 S (Source)

P101 (TO 72) Transistor Package
Thjsisa conventional package and has been chosen as the standard package for the GAT 1 series. Itis
suitable for use up to 1.5 GHz. When used at VHF and higher frequencies, the can should be grounded and

input scree! om the output. P‘essey

JI 1 = GAT 1
| j 19 8¢

The Plessey GAT 1 and GAT 1/010 gallium arsenide field effect transitors are intended for use in microwave
smplifier and oscillator applications at frequencies up to 1.5 GHz. They feature hlgh transconductance and
low input capacitance and can be used in place of silicon RF fieid effect transistors in many circuits. Circuit
designs incorporating the GAT 1and GAT 1/010 benefit from the low intermodulation and cross modulation
distortion characteristics and the ease of bcasmg The devices have a hard saturation characteristic with no
saturated output droop as input power increases above the input power which corresponds to the 3rd order
intercept point. GAT 1 and GAT 1/010 are available in chip or packagod form

ST T T I L T T LT T T T T T T

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (AT 25°Q)

These are limiting values above which operating life may be shortened or satisfactory performance impaired.

Drain-source voitage Vos +12v
Source-gate voitage Vs —-12v
Total power dissipation at or below 25°C ambient 300 mW

Nod.tmnmvfounvofmmdcvmupm1Z)°Clambmt)undermefouowmgbcacondmom
Drain-source voitage Vos < 5V
Sowu-ganvomgo V@.<0V

E!.E“TR!CAL CHA’RACTENS’I'ICS (AT!S'C)
For a device in a low cost P101 package.

Symbol Parameters and Conditions Units GAT1 - GAT1/010
min typ max min typ max
NF Noise figure at
Vog = 5V Vgs = OV - -
f=1GHz a8 4 S 25 3
Maximum unilateral
Gusax power gain .
Vos = 5V Vgs = OV dB8 - 10 - - 12 -
f=1GHz
Output Power at
Pour Vos = 5V los = 50% loss
for 1 dB gain compression dBm - 7 - - 7 -
f=1GHz
G Transconductance -
Vos = 5V Vgs = 0V to —1V mS 8 10 12 12 14 -
Ves Gate Source Voitage
la = 10uA Vos = OV v -12 - - -12 - -
loss " Drain Current
Vos = 5V Vgs = 0V mA 50 S0
Ve Pinch off voitage . . ..
Vos = 5V los = 10uA v | -5 -10 -5 | —-10




4 Diode \

Germanium

Siemens S e wter oo NIN ';,“"‘*""..,I
D73 E/4 1 | )
1966 ?

. s

26

Gehause - JEDEC -
1. - - Eigenschaften! ’ - DIN -
[ 1.1 Werketots: (Gehiuse)s Keramik
| .1.1. Oberfliche: '
+1+.2¢ Anschliisse: | lstbar verzinnt
|1.2. . 9523315532 bei gé C: kennzngq Wert - Melbedingung
' _2,1F Sperrspannung: - | Vg 36 v A 7,260°
¢2+2. Spitgzen-Sperrspannung: URap 4o v v, =60°
«2.3. StoBspannung: Vngton ) v Ju=600
.2.5. Richtstrom: I, 20 mA
«2.5. Durchlab-Spitzenstron: IFSP 50 mA
+2.6. DurchlaB-Stromstof: IFstoB 100 mA
.2-?. Verlustleistung: Poov - W 0; = %
2.8, Spcrrschichttgmporaturx’ ‘%nax + 60 °
e2¢9. Max.-lLbttemperatv=—: N ° t= sec, § = mm
+2.10.Temp.-Bereich (Lagerung): A -20 bis +60 %
1.3, Elektr.oMerte bei 25°C1
«3.1: Durchlafstrom: IP >2 QA p= 1V
.}.Zf Sperrstrom! IR A R® v
‘ , | I <1 mA R 40 Vv =20 °c
5.3, Sperrwiderstanéx Rd 2 500 xQ R® 10 v
¢3.45 Thermischer Widerstand: Ry, C/m¥
+3.5+ Sperrachicht-Kapazitiit! Cy pF Ug= V,f= Hez
.3.6. Gehause-Kapazitit: °.x’ 1 pr
.3f7.'Rﬁckwértaerholzeit: ter TF: A auf I A

1.4, Ubrxgc edektr.-Werte .bachi Datenblatt 5.&H. GD 73 E HakK 8214/2.4.59



